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1. まえがき 
我々は Si基板上AlGaN/GaN HEMT構造縦方向

リーク電流と HEMT 構造中の各層の結晶品質と

の関係を調査している。これまでの研究におい

て、HEMT 構造における初期 AlN 層中のらせ

ん転位もしくは混合転位が増加すると縦方向

リーク電流が増加することを明らかにした[1]。
さらに KOH 水溶液にてエッチングした初期

AlN 層の縦方向リーク電流を電流 AFM にて測

定した結果、らせん転位が縦方向リーク電流の

起源であることを示唆した[2]。本研究では、

Si 基板上 AlN の縦方向リーク電流と電極内の

転位数との関係を調査した。 
2. 実験方法 
試料は MOVPE 法にて 8 インチ Si 基板上に

AlN を 150 nm 積層した。AlN 層の結晶品質が

異なる３種類の試料を準備した。AlN(002)面の

X 線ロッキングカーブの半値幅はそれぞれ、

2471 arcsec (Sample A), 2224 arcsec (Sample B), 
2194 arcsec(Sample C)である。まず、AlN 表面

に電極を形成した後、Si 基板上の AlN の縦方

向リーク電流を測定した。 つぎに、王水(70℃ 
360 min)を用いて電極を除去したのち、KOH 水

溶液 (4 mol/L, 100℃, 3 min)にて AlN 表面をエ

ッチングした。 最後に、SEM を用いて縦方向

リーク電流を測定した電極領域内のエッチピ

ット数を集計した。 
3. 評価と考察 

図 1 に各試料の縦方向リーク電流測定結果

を示す。Sample A の縦方向リーク電流は、他

の試料と比較して大きいことがわかる。 縦方

向リーク電流の増加は、AlN（002）面のロッ

キングカーブの半値幅の増加傾向と一致して

いた。表 1 に電極領域内の各サイズのエッチピ

ット数を示す。縦方向リーク電流と電極内エッ

チピット数の大小関係は一致していた。これら

の結果から、KOH 水溶液にてエッチングした

場合、大きさが 0.5 m 以上のエッチピットを

形成するらせん転位が縦方向リークの起源で

あることがわかった。 
 

 
図 1 The vertical-direction leakage current in 

the AlN on Si structures. 
 

表 1 The number of large screw- or mixed- 
type dislocations in electrode region 
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